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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Verfahren zur Herstellung eines Leuchtdioden-Matrixkopfes 

Es wird em Verfahren zur Herstellung eines LED-Matrix- 
kb'pf es offenbart, der in der Lage ist, den ProzeB der elektri- 
schen VefciraHtung zwischen einer Einzelelektrode jeder 
LED-Komponente und einem AufcenanschluB bei Bildung 
der LED-Matrix auf einem keramischeh Substrat zu vereinfa- 
cheh'. Das e rfi ndungsg em a &e Verfahren umfa&t fotgende 
Schritte: Bildung eines Au&enanschlusses auf einem Ab- 
schnitt der Oberflache eines Substrats, das eine Aussparung 
aufweist, und eines Innenanschlusses auf der gesamten . 
Oberflache der Aussparung, Einkleben einer jeweiligen LED- 
Komponente in die Aussparung, Bildung eines tsolierfilms 
auf der gesamten Oberflache des Substrats und der LEO- 
Komponente, Bildung von Kontaktfenstern durch wahlwei- 
ses Atzen des Isolierfilms, urn auf diese Weise einen Zugang 
zu dem AuRenanschluB und zu einer Einzetelektrode herzu- 

<stellen, die auf der oberen Flache der LED-Komponente 
angeordnet ist, sowie die Bildung eines Sekundaranschlus- 
CO ses zur elektrischen Verbindung der Einzelelektrode mit der 
CO AuEenelektrode uber die Kontaktf enster. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines Leuchtdioden-Matrixkopfes zur Verwendung bei 
der Fertigung einer Halbleitervorrichtung und insbe- 
sondere eine vereinfachte Verbindung zwischen jeder 
Elektrode des Matrixelements und einem AuBenan- 
schluB ohne Verwendung von Golddraht zwischen die- 
sen bei der Herstellung der Leuchtdiodenmatrix auf ei- 
nem Substrat wie zum Beispiel einem Keramikmatenal. 

Da die Datenverarbeituhgskapazitat von Computern 
derzeit kontinuierlich zunimmt, ist es auch erforderlich, 
daB ein Drucker als Datenausgabeeinrichtung des Com- 
puters mit hoher Druckgeschwindigkeit arbeitet und ei- 
ne hohe Auflosung und Mehrfachfunktionen aufweist 
Aufgrund dieses Erfordernisses wird daher haufig ein 
LED-Drucksystem verwendet, das einen LED-Matrix- 
kopf mit einer groBen Anzahl von Lichtemissionskom- 
poneriten verwendet, womit eine hohe Aufldsung der 
Druckqualitat erhalten wird. Im allgemeinen kann ein 
solcher LED-Matrixkopf mit einer GroBintegration von 
Leuchtdioden (LEDs) aufgebaut werden. Daher werden 
diese LED-Matrizen meistens auf einem Keramiksub- 
strat erzeugt, deren FertigungsprozeB bekanntlich sehr 
schwerdurchzufuhrenist 

Fig. 1 zeigt einen Abschnitt einer bekannten LED- 
Matrtx fiir den oben beschriebenen Gegenstand, worm 
das Bezugszeichen 1 ein GaAs-Substrat, das Bezugszei- 
chen 2 einen GaAsp-Film, das Bezugszeichen 3 einen 
Isolierfilm, das Bezugszeichen 4 einen Zink-Diffusions- 
bereich,das Bezugszeichen 5 eine p-leitende Einzelelek- 
trode der LED, das Bezugszeichen 6 eine n-leitende 
gemeinsame Elektrode sowie das Bezugszeichen 7 eine 
Lichtemissionsflache bezeichnen. Wenn eine Spannung 
an die n-leitende gemeinsame Elektrode 6 und die p-lei- 35 
tende Einzelelektrode 5 der LED angelegt wird, wird 
eine Lichtemission durch die Lichtemissionsflache er- 
zeugt Diese LED-Matrizen konnen in der in Fig. 2 ge- 
zeigten Ordnung angeordnet werden, da die p-leitende 
Einzelelektrode 5 auf der Lichtemissionsflache 7 ange- 
ordnet ist und die n-leitende gemeinsame Elektrode 6 zu 
dem Substrat hin angeordnet ist 

Fig. 2 ist ein Schemabild eines zusammengesetzten 
Abschnitts des bekannten LED-Matrixkopfes. Wenn ei- 
ne LED-Matrix 13 auf einem Keramiksubstrat 11 ange- 
, ordnet wird, auf dem ein AnschluB 14 fur die gemeinsa- 
me Elektrode und ein AuBenanschluB 12 angeordnet 
sind, muB die gemeinsame Elektrode 6 der LED mit dem 
AnschluB 14 fur die gemeinsame Elektrode verbunden 
werden, und die Einzelelektrode 5 jeder LED-Kompo- 
nente muB einzeln mit dem AuBenanschluB 12 unter 
Verwendung eines Golddrahtes 15 verbunden werden. 
Jedoch werden bei der Golddrahtverbindung insgesamt 
2048 metaliische Verbindungen benotigt, um ein DIN 
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strat zu vereinf achen. 

Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Vorteile der 
Erfindung ist das Verfahren zur Herstellung einer LEE>- 
Matrixkopfanordnung dadurch gekennzeichnet, daB ein 
AuBenanschluB 22 auf einem Abschnitt der oberen Fla- 
che eines Substrats 20 ausgebildet wird, das eine Aus- 
sparung 21 aufweist, und ein InnenanschluB 24 auf der 
gesamten Oberflache der Aussparung ausgebildet wird, 
wobei der InnenanschluB als gemeinsame Elektrode der 
LED-Matrix verwendet wird, daB ferner eine entspre- 
chende LED-Komponente 26 in die Aussparung einge- 
klebt wird, daB ein Isolierfilrn 30 auf der gesamten Ober- 
flache des Substrats und der LED-Komponente ausge- 
bildet wird, daB durch selektives Atzen des lsolierfilmes 
Kontaktfenster 31, 32 gebildet werden, um auf diese 
Weise einen Zugang zu dem AuBenanschluB und einer 
Einzelelektrode 5 herzustellen, die auf der oberen Fla- 
che der LED-Komponente angeordnet ist, und daB ein 
SekundaranschluB 34 zur elektrischen Verbindung der 
Einzelelektrode mit der AuBenelektrode uber die Kon- 
taktfenster gebildet wird. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung gezeigten Ausfuhrungsbeispiels naher be- 
schrieben. In der Zeichnung zeigen : 

Fig. 1 ein Schemabild eines Abschnitts eines bekann- 
ten LED-Matrixkopfes; ^ a 

Fig. 2 ein Schemabild eines montierten Abschnitts 
des bekannten LED-Matrixkopfes; 

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine bevorzugte AusfUh- 
rungsform eines LED-Matrixkopfes gemaB der Erfin- 
dung; und . ■ . 

Fig. 4 (A) bis (E) Schnittansichten eines Abschnitts 
A-A' der LED-Matrixkopfanordnung von Fig. 3, welche 
je eine Fertigungsstufe gemaB der Erfindung zeigen, 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der erfindungsge- 
maBen LED-Matrixkopfanordnung, wie in Fig. 3 ge- 
zeigt, umfaBt eine Mehrzahl von Lichtemissionsflachen 
7i die in einer Reihe entlang einer Mittellinie eines Kera- 
miksubstrats 20 angeordnet sind, eine LED-Matrixkom- 
40 ponente 26, welche eine der Anzahl der Lichtemissions- 
flachen gleiche Anzahl von Einzelelektroden aufweist, 
eine der Anzahl der Lichtemissionsflachen gleiche 
Mehrzahl von AuBenanschlussen 22, die auf dem Kera- 
miksubstrat 20 angeordnet sind, sowie eine der Anzahl 
45 der Lichtemissionsflachen 7 entsprechende Mehrzahl 
von SekundaranschlUssen 34, welche die jeweihge Ein- 
zelelektrode einer Leuchtdiode (LED) mit dem entspre- 
chenden AuBenanschluB 22 uber zwei Kontaktfenster 
31,32verbindet ' 
50 Bezugnehmend auf Fig. 4(A) wird ein etwa 10 urn duV 
ker Aluminiumfilm auf einem Keramiksubstrat 20 aus- 
gebildet, welches eine Aussparung 21 aufweist, die so 
tief ist wie die Dicke einer unten erlauterten LED-Ma- 
trixkomponente 26. Zu diesem Zweck ist eine bekannte 
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gewohnlich verwendeter Zeichen auszudrucken, und 
insgesamt 3584 Metallverbindungen werden bendtigt, 
um das gleiche Papier mit einer Aufldsung von 400 DPI 
auszudrucken. Da der Zwischenraum zwischen den 
Golddrahten jeweils etwa 100 u.m erreicht, entsteht fer- 
ner schlieBlich das Problem, daB der FertigungsprozeB 
schwierig wird und der AusstoB abnimmt. 

Ein Ziel der Erfindung ist daher die Schaffung eines 
Verfahrens zur Herstellung eines LED-Matrixkopfes, 
der in der Lage ist, die elektrische Verdrahtungs- oder 
AnschluBanordnung zwischen einer einzelnen Elektro- 
de jeder LED-Komponente und einem AuBenanschluB 
bei Ausbildung der LED-Matrix auf einem Keramiksub- 
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den unter Verwendung einer herkommhchen Atzme- 
thode ein PrimaranschluB 24 fur eine gemeinsame Elek- 
trode der LED-Matrix bzw. ein AuBenanschluB 22 auf 
dem Substrat ausgebildet 

fFig, 4(B) zeigt, daB eine LED-Matnxkomponente 26 
lauf der Aussparung 21 derart angeordnet ist, daB eine 
Einzelelektrode 5 gerade auf der oberen Flache der 
LED-Matrixkomponente ausgebildet wird. Zum Verkle- 
ben dieser Elemente miteinander kann Epoxydplastik- 
material verwendet werden. Dann werden die obere 
Flache des Substrats 20 und der LED-Matrixkomponen- 
te 26 mit einem nichtleitenden Material niedriger Visko- 
sitat wie zum Beispiel Aufschleuder-Glas (spin-on-glass) 
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Gberzogen, so daB der vertikaie Raum zwischen dem 
Substrat 20 und der. LED-Matrixkomponente 26 ausge- 
fulh wird und die gesamte Oberflache der Anordnung 
flach gemacht wird, wie in Fig. 4(C) gezeigt Danach 
wird das gesamte Material etwa 10 Minuten lang bei 5 
einer Temperatur von 400°C erhitzt, wodurchr.ein Iso- 
"fief film 30 von etwa 3 uin Dicke gebildet wiro^J 

Dann wird eine bekannte Fotoatzmethode verwen- 
det, urn Kontaktfenster 31, 32 iiber der Einzelelektrode 
5 und dem AuBenanschluB 22 zu biiden, wie in Fig. 4(D) 10 
gezeigt 

Danach wird, wie anhand von Fig. 4(E) erlautert, auf 
der,gesamten Oberflache des Substrats ein Metalif ilm. 
zum Beispiel aus Aluminium, miteiner Dicke von 2 u.m 
gebildet, so daB elelctrische Verbindungen zwischen der 15 
Einzelelektrode 5 und dem AuBenanschluB 22 iiber die 
Kontaktfenster 31, 32 hergestellt werden, wonach der 
uberflussige Teil des Metallfilmes unter Verwendung 
der bekannten Fotoatzmethode entfernt wird. Danach 
wird einiSekundaranschluB^34 auf die Oberflache des 20 
Substrats aufgebracht Wenn eine Spannung an den Au- 
BenanschluB 22 und den InnenanschluB 24 angelegt 
wird, emittiert folglich jede LED-Komponente, wie 
oben beschrieben;-tiicht ? durch die Lichtemissionsflache 

yaff-l- 25 

Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, macht 
es die Erfindung sehr leicht, eine LED- Matrixkopf an- 
ordnung herzustellen, weil sie im Unterschied zu dem 
herkommlich verwendeten mit getrennten Goldan- 
schlQssen arbeitenden Verfahren ein vereinfachtes An- 30 
schluBverfahren anwendet, das den Metalluberzug und 
die Fotoatzmethode nutzt bei Herstellung eiries An- 
schlusses zwischen einem AuBenanschluB des Substrats 
und einer Einzelelektrode der LED-Matrixkomponente. 
Da der Verdrahtungsausfall aufgrund des mechanischen 35 
Kontakts vermindert werden kann, nimmt auBerdem 
die Zuverlassigkeit der Einrichtung betrachtlich zil 

Obzwar die Erfindung im einzelnen unter Bezug auf 
eine bevorzugte Ausfuhrungsform gezeigt und be- 
schrieben worden ist, leuchtet es dem Fachmann ein, 40 
daB Abwandlungen im einzelnen vorgenommen werden 
kdnnen, ohne von dem Gedanken und Rahmen der Er- 
findung abzuweichen. 

Patentanspruche 45 

1. Verfahren zur Herstellung eines LED-Matrix- 
kopfes, dadurch gekennzeichnet, daB ein AuBen- 
anschluB (22) auf einem Abschnitt der Oberflache 
eines Substrats (20), das eine Aussparung (21) auf- 50 
weist, und ein InnenanschluB (24) auf der gesamten 
Oberflache der Aussparung (21) gebildet werden, 
wobei der InnenanschluB (24) als gemeinsame Elek- 
trode der LED-Matrix verwendet wird, daB eine 
jeweilige LED-Komponente (26) in die Aussparung 55 
(21) eingeklebt wird, daB ein Isolierfilm (30) auf der 
gesamten Oberflache des Substrats (20) und der 
LED-Komponente (26) gebildet wird, daB Kontakt- 
fenster (31, 32) durch wahlweises Atzen des Isolier- 
films (30) gebildet werden, urn auf diese Weise ei- 60 
nen Zugang zu dem AuBenanschluB (22) und zu 
einer Einzelelektrode (5) herzustellen, die auf der 
oberen Flache der LED-Komponente (26) ange- 
ordnet ist, und dafl eih?SekundaranschluB (34) zur 
eiektrischen Verbindung der Einzelelektrode (5) 65 
mit dem AuBenanschluB (22) durch die Kontaktfen- 
ster (31, 32) hindurch gebildet wird. 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB die Aussparung (21) etwa eine Dicke 
aufweist, die so groB ist wie die Dicke der LED- 
Komponente (26). 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die LED-Komponente (26) in die Aus- 
sparung eingeklebt wird unter Verwendung von 
Epoxydplastikmaterial, so daB die Einzelelektrode 
(5) bei dem obersten Abschnitt der LED-Kompo- 
nente (26) angeordnet ist 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der isolierfilm (30) aus einem nichtlei- 
tenden Material niedriger Viskositat wie beispiels- 
weise Aufschleuder-Glas (spin-on-glass) durch ei- 
nen thermischen ProzeB hergestellt ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der SekuhdaranschluB (34) vorzugs- 
weise aus einem Aluminiumfilm von etwa. 2 u.m 
Dicke durch die Verfahren der Metall-Vakuumver- 
dampf ung und der Fotoatzung hergestellt wird. 
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